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Elektroniikkasuunnittelun perusteet kesatentti 27.6.2015

1. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin. Kayta tarvittaessa kuvia apuna.
a) Mitka ovat ideaalisen virtavahvistimen (lo./lin) tulo- ja lahtoresistanssi?(2p)

b) Mitka ovat kapasitanssin C = 1 nF ja vastuksen R = 1000 Q rinnankytkennan
kokonaisimpedanssit taajuudella 0 ja ©0?(2p)

c) Jos vahvistimen tulossa on signaali 10mV -sin(2xft) ja haluaisit saada |aht66n signaalin
150mV-cos(2xft), mika olisi oltava vahvistimen vahvistus?(2p)

2. Laske kuvan 1 a) ja b) operaatiovahvistin kytkentdjen Iahtdjannitteiden v, arvot (4p) ja piirra kuvan 1 ¢)
kytkennan lahtojannitteen Vouc arvo ajan funktiona, kun tulossa Vi, = 0,5*sin(2-7-1kHz t).(2p)
Operaatiovahvistimet ovat ideaalisia.

3. a) Piirra kuvan 2 piirin laht6jannite V,,; kdyttden diodin piensignaalimallia. (3p)

b) Piirrd diodiin perustuvan puoliaaltotasasuuntaimen piirikaavio ja selitd sen pohjalta kuinka ko. piiri
toimii. (3p)

4. Suunnittele kuvan 3 tyhjalla suorakaiteella merkittyyn valiin yhteisemitterikytketty vahvistin, joka
vahvistaa signaalin V,(t) mahdollisimman tarkasti kymmenen kertaiseksi V,:ksi. Ota huomioon, etta
Vs(t):n amplitudi on n. 10 mV, taajuus > 0 Hz ja sen DC-keskiarvo on 0 V. Kaytdssasi on +20V:n DC-
janniteldhde, vastuksia, kondensaattoreja, diodeja ja NPN-tyyppisia bipolaari-transistoreja. (6p)
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Kuva 1.

Vin=3V + 1ImV-sin(27t100t)
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Kuva 3.



